MOVPE成長InxGa1‐xAsにおけるp型ドーピングの問題点及びInP/InGaAsHBTデバイスの最適化に関する研究 by 芋川 直
                                 修 士 論 文 の 和 文 要 旨 
 
大学院  電気通信学  研究科  博士前期課程   電子工学   専攻 
氏     名 芋川 直 学籍番号 0532008 
論 文 題 目 MOVPE成長InxGa1-xAsにおけるp型ドーピングの問題点 及びInP/InGaAs HBTデバイスの最適化に関する研究 
 





























子γ= 0.2、オージェ再結合でのキャリア濃度依存因子H = 6e+5 、アバランシェ
再結合の有効電界に依存するエネルギー緩和長λn=0.17において実際に作製した
HBTと電流利得特性の形状が一致した。しかしながら、HBTはBeドープであり、ド
ーパントの拡散による電流利得特性の変化、また、まだ追加を行っていない電流
利得に対する影響の大きいモデルが存在する可能性もある。 
InGaAs /InP HBTの作製技術そしてシミュレーション解析方法が確立されれば、
さらなる情報化への一歩となるだろう。 
 
